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Siemens Transistor BF173 Datasheet

BF 173

NPN-Transistor
fidr nichtgeregelte Fernseh-ZF-Verstarkerstufen

BF 173 ist ein epitaktischer doppeltdiffundierter NPM-Silizium-Hochfrequenz-Tran-
sistor in Planartechnik im Gehause 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind
vom Gehiduse elektrisch isoliert.

Der Transistor ist besonders fir nichtgeregelte Fernseh-ZF-Verstarkerstufen geeignet.

Typ |  Bestelinummer 45® -
BF 173 | Q60206-x173 i E,
I
13541~ ﬁ'ﬁ'l

Gewicht etwa 0.4 g
Grenzdaten
Kollektor-Basis- Spannung Uego 40 ')
Kollektor-Emitter-Spannung Ucka 25 WV
Emitter-Basis-Spannung Ueeg 4 v
Kollektorstrom I. 25 mé,
Speamschichttempearatur N 176 “C
Lagertemperatur T =65 bis +176 “C
Gesamtverlustleistung Piot 260 mw

Warmewiderstand

Kollektorsparrschicht — Luft Aenau = 650 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Renag = 350 grd W

Statische Kenndaten (T, = 25°C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gilt:

Uep I Iy g Ugg
v mA uA I./I, v
10 | 7 | s0(s185) | 88(>38) | 074(<09)
Basisstrom (Ueg = 2V =Iy = 20 mA) I =13 | ma
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BF 173
Dynamische Kenndaten (T, = 256°C)
Transitfrequenz (Uze = 10V; I = 5 mA) fq 550 MHz
Rickwirkungskapazitat ‘
(Uee =10V, I =1 mA; F =107 MHz) —1za 0,23 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung
(Ugg =10V, Ip =7 mA; f = 35 MHz) Voot 42,6 | de
Arbeitspunkt: Uge = 10V, I = 7 mA; f = 36 MHz
girie = 4.5 mS 1 ¥i2e1 = BB S Oz2ze = B5 5
by1a =10 mS Pize =-94° baze = 460 pS
Cii1e = 45 pF lyz1e! = 145 (= 115) mS Coze = 2,1 pF
. e =227
Betrisbsdaten sines ZF-Verstirkers mit BF 173 in angegabensr Schaltung
(Abgleich der Schwingkreise auf 37 MHZz)
I AATIE
BiF 1 <
Eaf i+
IRE 2 R ‘W Tk 10F I
e
T ¥0Q 13
J- 0¥
Leistungsverstarkung
(Ugg =166V, I = 7.2 mA; f = 36,4 MHz) Ve 26 dB
Ausgangsspannung
(Ucg =168V. I. = 7,2 mA; f = 38,9 MHz) Uy FT7(=6)") |V

') Spannung am 2.7-k{-Lastwiderstand bei 302 Synchronimpuls-Stauchung
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Temperaturabhangigksit der
zuldssigen Gesamtverlustisistung

W Pyor = F(T): Ryn = Parameter
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Zulassige Gesamtverlustleistung

balm Einschalten
Pyge = F(1): Ty = Paramater
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Ausgal nlinien Ausgangskennlinian
I -fniﬂt:; Iy = Parameter Ig = f(Ucg): Iy = Paramatar
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Unterer Streuvwert der

Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
Uignbcem = 7 (Rad:
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